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当社 GaN(RDS(ON) : 50mΩ (typ.))テストサンプルを実装されたT-PFC と、

同様のRDS(ON) SJMOS を実装されたBoost PFCの比較
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■効率カーブ■トーテムポールPFC等価回路図

■トーテムポールPFC基板写真

GaNパワーサンプル搭載3.0kWトーテムポールPFC評価ボードはピーク効率99.1%を達成

GaNパワー搭載3.0kWトーテムポールPFC＊1評価ボード

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

既存 を使用した回路から
％＠ の効率改善を確認

GaNハーフブリッジ基板搭載T-PFC

SJMOS ＊2 + SiCSBD ＊3搭載ブーストPFC

ピーク効率
99.1％

* テスト条件: Vin=230VAC, Vout=400VDC, fsw=100kHz

＊1  PFC : Power Factor Correction

＊2  SJMOS : Super Junction MOS

＊3  SiCSBD : Silicon Carbide Schottky Barrier Diode
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GaNパワー搭載2.0kWフルブリッジLLC評価ボード

GaNパワーサンプル搭載2.0kWフルブリッジLLC評価ボードはピーク効率98.4％を達成

■効率カーブ

ピーク効率
98.4％

* テスト条件: Vin=380VDC, Vout=54VDC

ハイパワー領域で高効率維持
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